












（5× 1）、c (4× 4) 超格子構造を新たに見いだした。（111）面上で、多くの場合現れ

























本論文では、清浄なSi (100), (111) 面にⅥ族のTeの元素を室温度で蒸着し、試料のアニーリ
ング温度を変え、生じる表面層の原子配列構造を低速電子線回折（LEED: Low Energy
Electron Diffraction）法で調べた実験結果について報告する。2.で実験の方法、特に表面温度
































このときの真空圧力は5×10–10mbar以下である。Si (100), (111) いずれの試料でもオージェ電
子分光法の検出感度内で不純物の存在は認められなかった。



























域でほぼ等しいことが分かる。清浄なSi (100) にTe原子を蒸着させた。初期蒸着量は0.2 ML







図3 清浄なSi (100) の表面。線で結ばれた原子が表面ダイマー原
子




図6-1 （１×１） 53eV RT 図6-2 （１×１） 59eV 260oC
図6-3 （１×１） 56eV 380oC 図6-4 （２×１） 51eV 430oC
図6-5 （２×１） 51eV 480oC 図6-6 （３×１） 51eV 500oC
温度では基板の（1×1）パターンを示す。蒸着量が1MLをはるかに超えているにも関わらず
（1×1）パターンを示している。このことは、かなりのTe 原子が島状構造でSi (100) に存在し
















た。これはTe バルク結晶の 1010` j面からの回折パターンと思われる。２次元のTe 1010` j面は
長方格子である。再配列をしない、つまりダイマー構造のないSi (100) 表面の格子は正方格子
である。それぞれの格子の逆格子を作り、回折パターンと比較検討した。その結果、図８に示









図6-7 c（４×４） 53eV 550oC 図7 57eV 11.8ML  RT






























(a)  42 eV (b)  114eV
図10 Si (100)  (5×1) -Te の回折パターン
位胞（diperiodic structure）と見なす18）。単位胞には98個の原子が含まれる。1MLの原子数は
再配列構造をとらない、バルクの（111）断面の原子数7.84×1014 atoms/cm2 とする。Si (100)
のように試料に流れる電流の向きにステップが現れることはないが、（111）表面に特徴的な、








図11 Si (111) 7×7の単位胞を表面から見た図
表面から深くなるにつれて原子を表す円の半径は小さくなる19）









ギーを持つ電子の、清浄なSi (111) 7×7 構造からの回折パターンである。単純な7×7 超格子
構造で予想される回折ビームが (7×7)＊ではすべて観測されている。図14-1などに於いて６回
対称のパターンが60oずれているが、試料台に試料を取り付ける際の方位のずれに起因してい
る。実験日が異なる。図14-3、図14-4に55eVの時の (7×7)＊回折パターン、清浄なSi (111) 7×













図14-1 28eV (7×7)* 0.15ML 225oC 図14-2 28eV Si (111) 7×7
図14-3 55eV (7×7)* 0.36ML  340oC 図14-4 55eV Si (111) 7×7
図15 (2×2) 67eV 380oC 図16 R2 3 3 30#a k 47eV
































大きい順に、Bridge (4.5eV) 、Pedestal (3.4eV) 、Cave (3.2eV) となる。Bridgeサイトが安定な
吸着位置であることがわかる。蒸着量を増えるとダイマー構造が消滅して行く事になる。この
ことは、図9 に示すように我々のLEEDの実験結果に対応している。すなわち0.5ML 以下の蒸
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